74042 Elektroniset piirialkiot

Tentti 22.1.2001

Tentissi saa olla mukana kirjoitusvilineet ja laskin

1

a) N-tyypin piindytteelle 300K:n lampétilassa Np = 1015 ¢m™. Laske enemmists- ja
vihemmistovarauksenkuljettajien konsentraatiot.

b) Mitkd ovat varauksenkuljettajien konsentraatiot a-kohdan piissd, kun limpétila ko-
hotetaan 500:n asteeseen? n; (T = 500 °C) = 1017 em™.

c) Selvitd, miten seostetussa puolijohteessa enemmistévarauksenkuljettajien madra muut-
tuu lampétilan muuttuessa.

a) Piirrd PN-liitosdiodin energiatasokaavio seki tasapainotilassa, ettéd esto- ja myo6tiasuun-
taisella jannitteelld. Selkeit piirrokset!

b) Piirrd PN-liitoksen vihemmistovarauksenkuljettajien konsentraatiot paikan funktiona
esto- ja myotébiaksella ja kerro miten virrankuljetus tapahtuu kummassakin tapauksessa.

a) Johda MOSFET:n yksinkertainen virtayhtilo lineaariselle alueelle (Toinen kaava-
kokoelman kaavoista 19). Eri vaiheiden perustelut nakyviin!

b) N-kanavaiselle MOSFET:lle L=3pum, W=20pm, N, =5x108cm™, Vp=15V,
Co = 1.5x107Flem?, e, =3.9 ja p,=1000 cm?Vs. Laske Ip, kun Vgg=5V,
Vps = 0.1V ja substraattibias Vgg = 0V.

a) Piirra kuva NPN-bipolaaritransistorin fyysisestd rakenteesta.
b) Piirrd vahemmistdvarauksenkuljettajien jakaumien muodot emitteri-, kanta- ja kollek-
torialueilla kun transistori on biasoitu my&tisuuntaiselle aktiiviselle toiminta-alueelleen

(EB-liitos myétasuuntaan biasoitu ja CB-liitos estosuuntaan biasoitu).

c) Selvitd NPN-bipolaaritransistorin toiminta aktiivisella myétasuuntaisella toiminta-alu-
eella.

Selosta seuraavien komponenttien rakenne, toiminta ja kéyttotarkoitus padpiirteissain

a) Schottky-diodi
b) Valodiodi eli LED
¢) Tunnelidiodi



